
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に 薄膜トランジスタを少なくとも１つ有する

表示装置であって、
　前記薄膜トランジスタを覆う第１の絶縁膜と、
　

　 第２の絶縁膜と、
　前記第２の絶縁膜上に設けられた遮光膜と、
　前記遮光膜を覆う第３の絶縁膜と、
　前記薄膜トランジスタに電気的に接続され、前記第３の絶縁膜上に設けられた画素電極
と
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、 画素部と、前記画素部の周辺に設
けられたコモン部と、引出し端子部とを有する

前記第１の絶縁膜上に設けられた前記薄膜トランジスタのソース電極及びドレイン電極
と、

前記ソース電極及び前記ドレイン電極を覆う

が、それぞれ、前記画素部に設けられ、
前記コモン部には、前記第１の絶縁膜上のコモン電極と、前記第２の絶縁膜上にあって

前記画素部から延在した前記遮光膜と、前記第３の絶縁膜上の電極とが順次積層して設け
られ、

前記コモン部において、前記第２の絶縁膜に形成された開口で前記遮光膜の前記画素部
より延在した箇所が前記コモン電極と直接接触し、前記第３の絶縁膜に形成された開口で
前記電極が前記遮光膜の前記画素部より延在した箇所と直接接触し、

前記引出し端子部には、前記第１の絶縁膜上の第１の端子電極と、前記第２の絶縁膜上
の第２の端子電極と、前記第３の絶縁膜上の接続用電極とが順次積層して設けられ、



　

　

　
　

特徴とするアクティブマトリクス型表示装置。
【請求項２】
　基板上に 薄膜トランジスタを少なくとも１つ有する

表示装置であって、
　前記薄膜トランジスタを覆う第１の絶縁膜と、
　前記第１の絶縁膜上に設けられた前記薄膜トランジスタのソース電極
と、
　前記 ース電極 第２の絶縁膜と、
　前記第２の絶縁膜上に設けられた遮光膜と、
　前記遮光膜を覆う第３の絶縁膜と、
　前記薄膜トランジスタに電気的に接続され、前記第３の絶縁膜上に設けられた画素電極
と
　

　

　

　

　

　

　
特徴とするアクティブマトリクス型表示装置。

【請求項３】
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前記引出し端子部において、前記第２の絶縁膜に形成された他の開口で前記第２の端子
電極が前記第１の端子電極と直接接触し、前記第３の絶縁膜に形成された他の開口で前記
接続用電極が前記第２の端子電極と直接接触し、

前記ソース電極、前記ドレイン電極、前記コモン電極及び前記第１の端子電極は同じ導
電膜から形成され、かつ、前記コモン電極は前記コモン部より前記引出し端子部へ延在し
て、前記第１の端子電極と一体的に形成され、

前記遮光膜及び前記第２の端子電極は同じ導電膜から形成され、
前記画素電極、前記コモン部の前記電極及び前記接続用電極は、同じ透明導電膜から形

成されたことを

、 画素部と、前記画素部の周辺に設
けられたコモン部と、引出し端子部とを有する

及びドレイン電極

ソ 及び前記ドレイン電極を覆う

が、それぞれ、前記画素部に設けられ、
前記コモン部には、前記第１の絶縁膜上のコモン電極と、前記第２の絶縁膜上にあって

前記画素部から延在した前記遮光膜と、前記第３の絶縁膜上の電極とが順次積層して設け
られ、

前記コモン部において、前記第２の絶縁膜に形成された開口で前記遮光膜の前記画素部
より延在した箇所が前記コモン電極と直接接触し、前記第３の絶縁膜に形成された開口で
前記電極が前記遮光膜の前記画素部より延在した箇所と直接接触し、

前記引出し端子部には、前記第１の絶縁膜上の第１の端子電極と、前記第２の絶縁膜上
の第２の端子電極と、前記第３の絶縁膜上の接続用電極とが順次積層して設けられ、

前記引出し端子部において、前記第２の絶縁膜に形成された他の開口で前記第２の端子
電極が前記第１の端子電極と直接接触し、前記第３の絶縁膜に形成された他の開口で前記
接続用電極が前記第２の端子電極と直接接触し、

前記ソース電極、前記ドレイン電極、前記コモン電極及び前記第１の端子電極は、チタ
ン膜、アルミニウム膜、チタン膜が順に積層されてなる同じ導電膜から形成され、かつ、
前記コモン電極は前記引出し端子部に延在して、前記第１の端子電極と一体的に形成され
、

前記遮光膜と前記第２の端子電極とは同じ導電膜から形成され、当該導電膜はクロム膜
、またはチタン膜とクロム膜の積層膜であり、

前記画素電極、前記コモン部の前記電極及び前記接続用電極は、ＩＴＯでなる同じ透明
導電膜から形成されたことを

基板上に、薄膜トランジスタを少なくとも１つ有する画素部と、前記画素部の周辺に設
けられたコモン部と、引出し端子部とを有する表示装置であって、

前記薄膜トランジスタを覆う第１の絶縁膜と、
前記第１の絶縁膜上に設けられた前記薄膜トランジスタのソース電極と、
前記ソース電極を覆う第２の絶縁膜と、
前記第２の絶縁膜上に設けられた遮光膜及び前記薄膜トランジスタのドレイン電極と、
前記第２の絶縁膜、前記遮光膜、及び前記薄膜トランジスタのドレイン電極を覆う第３

の絶縁膜と、
前記薄膜トランジスタに電気的に接続され、前記第３の絶縁膜上に設けられた画素電極

とが、それぞれ、前記画素部に設けられ、



　

　

　

　

　

　

　

【請求項４】
　基板上に、薄膜トランジスタを 画素部と、

周辺駆動回路と、
を有する表示装置であって、

　前記画素部 前記周辺駆動回路の薄膜トランジスタを覆う第１の
絶縁膜と、
　前記第１の絶縁膜上に設けられた

　
を覆う第２の絶縁膜と、

　前記画素部に設けられ、かつ前記第２の絶縁膜上に設けられた遮光膜
と、

　前記第２の絶縁膜 前記遮光膜
を覆う第３の絶縁膜と、
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前記コモン部には、前記第１の絶縁膜上のコモン電極と、前記第２の絶縁膜上にあって
前記画素部から延在した前記遮光膜と、前記第３の絶縁膜上の電極とが順次積層して設け
られており、

前記コモン部において、前記第２の絶縁膜に形成された開口で前記遮光膜の前記画素部
より延在した箇所が前記コモン電極と直接接触し、前記第３の絶縁膜に形成された開口で
前記電極が前記遮光膜の前記画素部より延在した箇所と直接接触し、

前記引出し端子部には、前記第１の絶縁膜上の第１の端子電極と、前記第２の絶縁膜上
の第２の端子電極と、前記第３の絶縁膜上の接続用電極とが順次積層して設けられ、

前記引出し端子部において、前記第２の絶縁膜に形成された他の開口で前記第２の端子
電極が前記第１の端子電極と直接接触し、前記第３の絶縁膜に形成された他の開口で前記
接続用電極が前記第２の端子電極と直接接触し、

前記ソース電極、前記コモン電極及び前記第１の端子電極は、チタン膜上にアルミニウ
ム膜が積層された同じ導電膜から形成され、かつ、前記コモン電極は前記引出し端子部に
延在して、前記第１の端子電極と一体的に形成され、

前記ドレイン電極、前記遮光膜及び前記第２の端子電極は同じ導電膜から形成され、当
該導電膜はクロム膜、またはチタン膜とクロム膜の積層膜であり、

前記画素電極、前記コモン部の前記電極、及び前記接続用電極は、 ITOでなる同じ透明
導電膜から形成されたことを特徴とするアクティブマトリクス型表示装置。

少なくとも１つ有する 前記画素部を駆動する
ための薄膜トランジスタを少なくとも１つ有する 前記画素部の周辺に設
けられたコモン部と、引出し端子部と

の薄膜トランジスタ及び

前記画素部における薄膜トランジスタのソース電極、
並びに前記周辺駆動回路における薄膜トランジスタのソース電極及びドレイン電極と、

前記画素部における薄膜トランジスタのソース電極、並びに前記周辺駆動回路における
薄膜トランジスタのソース電極及びドレイン電極

及び前記画素部に
おける薄膜トランジスタのドレイン電極

、 、及び前記画素部における前記薄膜トランジスタのドレ
イン電極

前記画素部における薄膜トランジスタのドレイン電極に電気的に接続され、前記第３の
絶縁膜上に設けられた画素電極とが、それぞれ、前記画素部に設けられ、

前記コモン部には、前記第１の絶縁膜上のコモン電極と、前記第２の絶縁膜上にあって
前記画素部から延在した前記遮光膜と、前記第３の絶縁膜上の電極とが順次積層して設け
られており、

前記コモン部において、前記第２の絶縁膜に形成された開口で前記遮光膜の前記画素部
より延在した箇所が前記コモン電極と直接接触し、前記第３の絶縁膜に形成された開口で
前記電極が前記遮光膜の前記画素部より延在した箇所と直接接触し、

前記引出し端子部には、前記第１の絶縁膜上の第１の端子電極と、前記第２の絶縁膜上
の第２の端子電極と、前記第３の絶縁膜上の接続用電極とが順次積層して設けられ、

前記引出し端子部において、前記第２の絶縁膜に形成された他の開口で前記第２の端子
電極が前記第１の端子電極と直接接触し、前記第３の絶縁膜に形成された他の開口で前記
接続用電極が前記第２の端子電極と直接接触し、

前記画素部における薄膜トランジスタのソース電極、前記周辺駆動回路における薄膜ト
ランジスタのソース電極及びドレイン電極、並びに前記コモン電極及び前記第１の端子電
極は、チタン膜上にアルミニウム膜が積層された同じ導電膜から形成され、かつ、前記コ
モン電極は前記引出し端子部に延在して、前記第１の端子電極と一体的に形成され、

前記画素部における薄膜トランジスタのドレイン電極、前記遮光膜、及び前記第２の端



　
特徴とするアクティブマトリクス型表示装置。

【請求項５】
　請求項 おいて、前記透明導電膜はＩＴＯでなることを特徴とするアクティブマトリ
クス型表示装置。
【請求項６】
　請求項１ のいずれか一項に記載の表示装置をアクティブマトリクス型の液晶表示
装置に用いたことを特徴とするアクティブマトリクス型表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本明細書で開示する発明は、アクティブマトリクス型の液晶表示装置の構成に関する。ま
たその作製方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、アクティブマトリクス型の液晶表示装置が知られている。これは、マトリクス
状に配置された画素のそれぞれに薄膜トランジスタを配置し、画素電極に出入りする電荷
を薄膜トランジスタでもって制御するものである。
【０００３】
このような構成においては、画素電極の縁の部分を覆うようにして配置されるブラックマ
トリクス（ＢＭ）と呼ばれる遮光膜が必要とされる。ＢＭとしては、通常数千Å程度の厚
さを有する金属膜が利用されている。
【０００４】
このブラックマトリクスは電気的には特に役割を果たさないが、画素マトリクス領域の全
体にわたり存在するものとなる。
【０００５】
しかし、薄い金属膜が絶縁膜に挟まれて、画素マトリクス領域の全体に存在することは、
そこに不要な電荷が蓄積されるという問題が生じる。
【０００６】
このことは、装置の完成後に限らず、その作製工程においても問題となる。
【０００７】
周知のように、一般に薄膜トランジスタの作製工程においては、プラズマを用いた成膜工
程やエッチング工程が実施される。
【０００８】
この際、電気的に浮いた導電性の材料が存在すると、そこには電荷が蓄積され、絶縁膜の
静電破壊を生じさせてしまう。
【０００９】
一般に利用される絶縁膜の膜厚は、数千Åである。またＣＶＤ法やスパッタ法で成膜され
た絶縁膜（酸化珪素膜や窒化珪素膜）の内部には、欠陥やピンホールが無視できない密度
で存在している。
【００１０】
従って、上記のようなＢＭに電荷が蓄積されてしまう現象が生じる結果、局所的に絶縁膜
が静電破壊してしまう。
【００１１】
このことは、作製途中で装置の一部に不良が発生してしまうことを意味する。即ち、一部
の薄膜トランジスタが動作不良に陥ったり、リーク電流の存在による回路の動作不良とい
った問題が生じる。
【００１２】
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子電極は同じ導電膜から形成され、当該導電膜はクロム膜、またはチタン膜とクロム膜の
積層膜であり、

前記画素電極、前記コモン部の前記電極、及び前記接続用電極は、 ITOでなる同じ透明
導電膜から形成されたことを

１に

乃至５



そしてこのことは、装置の作製途中において特に問題となる。また装置の完成後において
もその信頼性を損なう要因となる。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
本明細書で開示する発明は、上述のブラックマトリクスが帯電してしまう問題を解決する
ことを課題とする。即ち、ブラックマトリクスが帯電してしまうことによって生じる作製
工程における不良の発生を抑制し、また装置完成後における信頼性を向上させることを課
題とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
本明細書で開示する発明の一つは、図４にその具体的な構成を示すように、
アクティブマトリクス型を有する液晶表示装置であって、
画素電極２２８を構成する透明導電膜２２７でもってブラックマトリクス３０２をコモン
電位とするための電極３０３が形成されていることを特徴とする。
【００１５】
他の発明の構成は、図４にその具体的な例を示すように、
アクティブマトリクス型を有する液晶表示装置であって、
ブラックマトリクス３０２をコモン電位とするための電極２１７がソース線２１５（図２
参照）と同一層上に形成されていることを特徴とする。
【００１６】
【実施例】
〔実施例１〕
図１にアクティブマトリクス型の液晶表示装置を上面からみた概要を示す。図１には、数
百×数百のマトリクス状に配置された画素電極を有するアクティブマトリクス領域１０１
、該アクティブマトリクス領域１０１に配置された薄膜トラジスタを駆動するための周辺
駆動回路１０３と１１１が示されている。
【００１７】
アクティブマトリクス領域１０１には、マトリクス状に配置された画素電極が配置されて
いる。そして画素電極のそれぞれには、薄膜トランジスタが配置されている。
【００１８】
アクティブマトリクスの構成を拡大した画略を１０７に示す。拡大図１０７に示されるよ
うにアクティブマトリクス領域においては、１０９で示されるソース線（データ線とも呼
ばれる）と１０８で示されるゲイト線とが格子状に配置されている。
【００１９】
薄膜トランジスタ１１０はソース線とゲイト線とに囲まれた領域に配置されている。そし
て薄膜トランジスタのソースはソース線に接続されている。またドレインは図示しない画
素電極に接続されている。画素電極は、ゲイト線とソース線とで囲まれた領域に配置され
ている。
【００２０】
図１において、１０２がブラックマトリクスの開孔部である。そしてこの開口部以外の領
域は遮光されたものとなっている。この１０２で示される開口部に画素電極が存在してい
る。
【００２１】
ブラックマトリクスは、自身を所定の電位に保持させるために１０５、１０６、１００で
示されるコモン電極に延在している。コモン電極は、対抗基板と貼り合わせる時にやはり
対抗電極に配置されたコモン電極と導電性のパッドを介して接続される。
【００２２】
また、引出し端子部にも１０４で示されるようにコモン電極から配線が延在している。
【００２３】
このような構成とすることにより、ブラックマトリクスが所定の電位に維持され、例えば
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静電気等の影響で装置の一部が破壊されるようなことを防ぐことができる。
【００２４】
以下に図１に示すような構成を有するアクティブマトリクス型の液晶表示装置の作製工程
を示す。ここでは、図１の１０１で示されるアクティブマトリクス領域の画素の一つの薄
膜トランジスタが配置された部分の作製工程、さらに１０３または１１１で示される周辺
駆動回路領域に配置されるＰ型の薄膜トランジスタとＮ型の薄膜トランジスタとが配置さ
れた部分の作製工程、さらに１０５～１０７で示されるコモン電極部分の作製工程、特に
Ｃ－Ｃ’で切った断面の作製工程、さらに１０４で示される端子部の作製工程、特にＢ－
Ｂ’で切った断面の作製工程を示す。
【００２５】
図２に各部分の作製工程を示す。まず、ガラス基板２０１上に図示しない下地膜を３００
０Åの厚さに成膜する。この下地膜は酸化珪素膜または酸化窒化珪素膜でもって構成する
。この下地膜は、ガラス基板からの不純物の拡散を防ぐ役割を有している。
【００２６】
次に図示しない非晶質珪素膜をプラズマＣＶＤ法で５００Åの厚さに成膜し、さらに加熱
処理やレーザー光の照射を行うことにより、結晶化させ結晶性珪素膜を得る。
【００２７】
さらに得られた結晶性珪素膜をパターニングすることにより、薄膜トランジスタの活性層
となる島状の領域２０２、２０３、２０４を形成する。こうして図２（Ａ）に示す状態を
得る。薄膜トランジスタは、周辺回路と画素部に形成されるので、この状態においては、
端子部とコモン部とにはなにも形成されない。
【００２８】
次にゲイト絶縁膜として機能する酸化珪素膜２０５を１０００Åの厚さに成膜する。この
ゲイト電極を構成する酸化珪素膜２０５の成膜はプラズマＣＶＤ法でもって行う。
【００２９】
次にゲイト電極を構成する図示しないアルミニウム膜を４０００Åの厚さにスパッタ法で
成膜する。このアルミニウム膜中にはヒロックの発生を抑制するためにスカンジウムを 0.
2 重量％含有させる。ヒロックとは、加熱工程において、アルミニウムの異常成長が起こ
り、膜やパターンの表面に凹凸や突起物が形成されてしまう現象をいう。
【００３０】
さらに上記アルミニウム膜をパターニングし、ゲイト電極２０６、２０８、２１０を形成
する。またゲイト電極の形成と同時にそこから延在したゲイト配線を同時に形成する。こ
れらのゲイト電極やゲイト配線は、便宜上１層目の配線と呼ばれている。
【００３１】
そしてこのゲイト電極を陽極として電解溶液中で陽極酸化を行うことにより、緻密な膜質
を有する陽極酸化膜２０７、２０９、２１１を形成する。この陽極酸化膜の膜厚は１００
０Åとする。
【００３２】
この陽極酸化膜は、ゲイト電極およびそこから延在したゲイト配線の表面においてヒロッ
クが発生することを防止する役割を有している。なお、この陽極酸化膜の膜厚をさらに厚
くすると、後の不純物イオンの注入工程において、オフセットゲイト領域を形成すること
ができる。
【００３３】
ここで不純物イオンの注入を行うことにより、各活性層にソース／ドレイン領域とチャネ
ル形成領域とを形成する。
【００３４】
ここでは、活性層２０２と２０４とにＰ（リン）イオンを注入する。また活性層２０３に
Ｂ（ボロン）イオンの注入を行う。不純物イオンの選択的な注入は、レジストマスクを用
いることによって行う。
【００３５】
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この工程において、ソース領域２１、２６、２７、ドレイン領域２３、２４、２９が自己
整合的に形成される。またチャネル形成領域２２、２５、２８が自己整合的に形成される
。
【００３６】
不純物イオンの注入工程後、レーザー光の照射を行い、イオンの注入された領域の活性化
を行う。この工程は、赤外光や紫外光の照射による方法を用いてもよい。
【００３７】
こうして図２（Ｂ）に示す状態を得る。次に第１の層間絶縁膜２１２を１０００Åの厚さ
に成膜する。この層間絶縁膜２１２は窒化珪素膜を用いる。窒化珪素膜の成膜方法は、プ
ラズマＣＶＤ法を用いればよい。（図２（Ｃ））
【００３８】
なお第１の層間絶縁膜２１２としては、酸化珪素膜や酸化窒化珪素膜を利用することがで
きる。
【００３９】
次にコンタクトホール３０～３５を形成する。（図２（Ｄ））
【００４０】
図２（Ｄ）に示す状態を得たら、図２（Ｅ）に示すように各活性層にコンタクトする電極
を形成する。ここでは、周辺回路に配置される薄膜トランジスタのソース電極３６と２１
４、ドレイン電極２１２と２１３、さらに画素部に配置される薄膜トランジスタのソース
電極２１５、ドレイン電極２１５を形成する。
【００４１】
またこの時、各電極から延在して必要な配線が形成される。例えば、画素部の薄膜トラン
ジスタのソース電極２１５の形成と同時に、そこから延在したソース配線が形成される。
また、周辺回路においては、必要とされる配線パターンが形成される。なお、周辺回路に
おいてドレイン電極２１２と２１３とを接続することでＣＭＯＳ構造を得ることができる
。
【００４２】
また、端子部とコモン部においても同時に電極が形成される。ここでは、端子部の電極を
形成するパターン２１９と２１８、さらにコモン部ではコモン電極を構成するパターン２
１７が形成される。コモン電極は、端子部に延在し、しかるべき電位に接続される。（図
２（Ｅ））
【００４３】
この図２（Ｅ）で示される工程で形成される電極やパターンは、５００～１０００Åのチ
タン膜と２０００Å厚のアルミニウム膜と１０００Å厚のチタン膜でなる３層構造を有す
るものとして形成される。
【００４４】
この工程で形成される電極やパターンは、便宜上２層目の配線と呼ばれる。
【００４５】
まず最下層をチタン膜とするのは、アルミニウムと活性層を構成する半導体との電気的な
接触がうまくいかないからである。これは、アルミニウムが半導体では良好なオーム接触
がとれないことによる。
【００４６】
また中央の層をアルミニウムとするのは、その電気抵抗の低さを最大限利用するためであ
る。
【００４７】
また最上層をチタン膜とするのは、後に形成される画素電極（ＩＴＯ電極）と画素部の薄
膜トランジスタのドレイン電極２１６とをコンタクトさせるためである。
【００４８】
即ち、アルミニウムとＩＴＯ電極を直接コンタクトさせると良好なオーム接触がとれない
が、チタン膜とＩＴＯ電極、及びチタン膜とアルミニウムとは良好なオーム接触がとれる
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からである。
【００４９】
また、後の工程において、コモン部においてもＢＭと２層目のコモン電極２１７とをＩＴ
Ｏ電極で接続することが必要される。この際、ＩＴＯ電極との電気的な接触を良好なもの
とするために、２層目の配線の最上層をチタン膜とすることが必要とされる。
【００５０】
また、後の工程において、端子部においても２層目の配線でなる端子電極２１８及び２１
９とＩＴＯ電極とがコンタクトする必要がある。この際、端子電極とＩＴＯ電極との電気
的な接触を良好なものとするために、２層目の配線の最上層をチタン膜とすることが必要
とされる。
【００５１】
こうして図２（Ｅ）に示す状態を得る。次に図３（Ａ）に示すように第２の層間絶縁膜と
して酸化珪素膜３０１を２０００Åの厚さに成膜する。
【００５２】
図３（Ａ）に示す状態を得たら、図３（Ｂ）に示すようにＢＭ（ブラックマトリクス）を
構成するためにチタン膜を３０００Åの厚さに成膜する。ＢＭとしては、クロム膜または
チタン膜とクロム膜との積層膜、または他の適当な金属膜を用いることができる。
【００５３】
図３（Ｂ）において、ＢＭとして機能するのは３０２で示される部分である。３０３で示
されるのは、３０２で示されるＢＭからコモン部まで延在した部分である。
【００５４】
次に図３（Ｃ）に示すように第３の層間絶縁膜２２１を成膜する。ここでは、２０００Å
厚の酸化珪素膜をプラズマＣＶＤ法を成膜する。
【００５５】
さらに図３（Ｃ）に示すように開口２２２、２２３、２２４、２２５を形成する。ここで
２２２は、端子部の電極を形成するための開口である。また２２３と２２４は、２層目の
配線とＢＭとを電気的に接続するための開口である。
【００５６】
また２２５は、画素部分の薄膜トランジスタのドレイン電極２１６に後に画素電極である
ＩＴＯ電極がコンタクトするための開口である。
【００５７】
そして、図４（Ａ）に示すようにＩＴＯでなる電極２２６と２２７と２２８とを同時に形
成する。ここで、２２８が画素電極として機能する部分である。また２２７が２層目の配
線２１７とＢＭから延在した電極パターン２２０とを接続するために電極パターンとなる
。
【００５８】
なお、コモン部の電極パターン２２７上にはさらに銀ペーストで対抗基板との接触用の電
極が形成される。
【００５９】
以上示した構成を採用することにより、ＢＭ層が電気的に浮いた状態とすることを避ける
構成とすることができる。
【００６０】
例えば、図４（Ａ）に示す工程の後には、図示しないファイナル保護膜を形成し、さらに
その上に液晶をラビングするための図示しないラビング膜を形成し、その後にラビング工
程が実施される。この際、静電気の発生により、薄膜トランジスタが破壊されたり絶縁膜
が静電破壊してしまうことが多々ある。
【００６１】
しかし、本実施例に示す構成を採用した場合、ブラックマトリクスを所定の電位として、
そこに電荷が蓄積することを避けることができるので、上記のような不良の発生を防止す
ることができる。
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【００６２】
〔実施例２〕
本実施例は、実施例１とは一部の工程が異なった構成に関する。本実施例に示す作製工程
は、図３（Ａ）までは実施例１に示したものと同じである。
【００６３】
まず実施例１に示した作製工程に従って、図３（Ａ）に示す状態を得る。図３（Ａ）に示
す状態を得たら、図５（Ａ）に示すように開口部５０１、５０２、５０３を形成する。即
ち、第２の層間絶縁膜３０１に５０１～５０３で示される開口を形成する。
【００６４】
次にＢＭを構成するチタン膜を成膜し、それをパターニングすることにより、図５（Ｂ）
に示す状態を得る。
【００６５】
ここで５０７が本来のＢＭとしての機能を果たすパターンである。
【００６６】
また５０６がＢＭから延在したパターンと２層面のコモン用の電極２１７とを直接コンタ
クトさせるためのパターンである。
【００６７】
また、５０４と５０５が端子部を構成する一層目の電極２１８と２１９にコンタクトする
電極である。
【００６８】
本実施例においては、端子部において、ＢＭを構成する材料でもって電極が構成されるこ
とが実施例１と異なる点である。また、コモン部においてＢＭから延在した電極５０６と
２層目のコモン電極２１７とが直接接触する点が実施例１と異なる点である。
【００６９】
図５（Ｂ）に示す状態を得たら、３層目の層間絶縁膜５０８を成膜する。ここでは、実施
例１と同様に酸化珪素膜でもって３層目の層間絶縁膜５０８を形成する。（図５（Ｃ））
【００７０】
さらにコンタクトホールの形成を行う。そしてＩＴＯ膜をスパッタ法で１５００Åの厚さ
に成膜する。そしてそれをパターニングすることにより、画素電極５１２を形成する。
【００７１】
また同時にコモン部における電極５１１を形成する。この電極５１１は後に対向基板のコ
モン電極と接触するために電極となる。また５０４と５０５は、端子部における電極端子
を形成するものとなる。
【００７２】
本実施例の構成を採用した場合、ＢＭ５０７から延在した電極５０６と２層目のコモン用
の電極２１７とが直接接触する構成とすることができる。そしてそのコンタクトを確実な
ものとすることができる。
【００７３】
このＢＭと２層目のコモン用の電極との接続は、共通電位を保持するためのものであるか
ら、その接触抵抗を極力低くする必要がある。このような目的のためには、本実施例の構
成は有用なものとなる。
【００７４】
〔実施例３〕
本実施例は、実施例１に示す構成において、２層目の配線をチタン膜／アルミニウム膜／
チタン膜でなる３層膜とするのでなく、チタン膜／アルミニウム膜の２層膜で構成する場
合の例を示す。
【００７５】
実施例１で述べたように、２層目の配線を３層構造とするのは、活性層とのコンタクト、
ＩＴＯとのコンタクト、配線自身抵抗の低減、といった問題を解決するためである。
【００７６】
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しかし、上記のような多層構造は、成膜工程が多くなるので、作製コストの削減を考えた
場合、より層の数が少ないものとすることが好ましい。本実施例はこの点を考慮し、２層
目の配線をチタン膜／アルミニウム膜の２層膜でよいものとした例である。
【００７７】
本実施例は、実施例１とは一部の工程が異なった構成に関する。本実施例に示す作製工程
は、一部の工程を除いて図３（Ａ）までは実施例１に示したものと同じである。
【００７８】
まず実施例１に示した作製工程に従って、図３（Ａ）に示す状態を得る。この時、図２（
Ｄ）に示す工程において、開口３５は形成しない。
【００７９】
また、図２（Ｅ）に示す工程において、２１７～２１９、さらに３６と２１２～２１５で
示される２層目の配線を１０００Åのチタン膜と３０００Åのアルミニウム膜との２層で
構成する。なお当然電極２１６は形成しない。
【００８０】
こうして図３（Ａ）に示す状態を得たら、図６（Ａ）に示すように開口部５０１、５０２
、５０３、６０１を形成する。即ち、第２の層間絶縁膜３０１に開口５０１～５０３、さ
らに６０１を形成する。
【００８１】
図６（Ａ）は図５（Ａ）に対応する。両図で異なるのは、図６（Ａ）では、開口６０１が
形成されているが、図５（Ａ）では対応する部分では電極２１６が形成されている点であ
る。
【００８２】
次にＢＭを構成するチタン膜を成膜し、それをパターニングすることにより、図６（Ｂ）
に示す状態を得る。ここで５０７が本来のＢＭとしての機能を果たすパターンである。
【００８３】
またこのパターン５０６はＢＭ５０７から延在したパターンと２層目のコモン用の電極２
１７とを直接コンタクトさせるためのパターンである。
【００８４】
また、５０４と５０５が端子部を構成する一層目の電極２１８と２１９にコンタクトした
電極である。
【００８５】
またこの工程において、開口６０１の部分にドレイン領域２９とコンタクトする電極６０
２をＢＭ５０７を構成する材料でもって形成する。
【００８６】
本実施例においては、端子部において、ＢＭを構成する材料でもって電極が構成されるこ
とが実施例１と異なる点である。また、ＢＭと２層目のコモン電極２１７とが直接接触す
る点が実施例１と異なる点である。また画素部分の薄膜トランジスタのドレイン領域にコ
ンタクトする電極６０２がＢＭ材料でもって形成される点が実施例１及び実施例２と異な
る。
【００８７】
図６（Ｂ）に示す状態において、２１７～２１９、さらに３６と２１２～２１５で示され
る２層目の配線がチタンとアルミニウムでなる２層膜でよいことが明らかになる。
【００８８】
即ち、２層目の配線の上面にコンタクトしているのは、チタンでなるＢＭ材料である。従
って、２層目の配線の上面がアルミニウムであっても何ら問題なくオーム接触をとること
ができる。
【００８９】
従って、本実施例においては、２層目の配線を下層がチタン膜で上層がアルミニウム膜で
ある２層構造とすることができる。
【００９０】
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図６（Ｂ）に示す状態を得たら、３層目の層間絶縁膜５０８を成膜する。ここでは、実施
例１と同様に酸化珪素膜でもって３層目の層間絶縁膜５０８を形成する。（図６（Ｃ））
【００９１】
さらにコンタクトホールの形成を行う。そしてＩＴＯ膜をスパッタ法で１５００Åの厚さ
に成膜する。そしてそれをパターニングすることにより、画素電極５１２を形成する。
【００９２】
また同時にコモン部における電極５１１を形成する。この電極５１１は後に対抗基板のコ
モン電極と接触するために電極となる。また５０９と５１０は、端子部における電極端子
を形成するものとなる。
【００９３】
本実施例の構成を採用した場合、ＢＭ５０７から延在した電極５０６と２層目のコモン用
の電極２１７とが直接接触する構成とすることができる。そしてそのコンタクトを確実な
ものとすることができる。
【００９４】
このＢＭと２層目のコモン用の電極との接続は、共通電位を保持するためのものであるか
ら、その接触抵抗を極力低くする必要がある。このような目的のためには、本実施例の構
成を採用するは好ましい。
【００９５】
また、それに加えて２層目の配線をチタン膜とアルミニウム膜との２層膜で構成すること
ができる。このことは、工程を削減できる意味で有用なものとなる。
【００９６】
〔実施例４〕
本実施例は、実施例１～３で示す工程におけるＢＭを構成する材料の成膜の際に、ＢＭが
成膜中に高い電位を有し、絶縁膜を静電破壊しないようにするための工夫に関する。
【００９７】
実施例１～３に示したようにＢＭは最終的には所定の電位になるべく構成される。しかし
、ＢＭの成膜の際（普通スパッタ法が利用される）には、成膜途中のＢＭに電荷が蓄積さ
れ、ＢＭが他部に対して電位を有してしまうことが懸念される。
【００９８】
本実施例はこの問題を解決するものである。図７に本実施例に示す構成の概略を示す。ま
ず図７（Ｂ）に示すように基板７０１上に第１の層間絶縁膜７０２と２層目の配線７０３
を形成する。ここで、２層目の配線の一部を基板７０１の角の部分まで延在させて設けて
おく。
【００９９】
そして２層目の層間絶縁膜をプラズマＣＶＤ法で成膜する際において、図７（Ａ）に示す
ように、２層目の配線の延在部分７０２が存在する部分を基板７０１を抑える爪７０５で
押さて、電極７００上に配置する。
【０１００】
そしてこの状態において、図７（Ｂ）に示すように２層目の層間絶縁膜７０４の成膜を行
う。すると、爪７０５が存在していた部分には成膜が行われない状態となる。
【０１０１】
そして、ＢＭ材料をスパッタ法なりで成膜する。すると、成膜と同時に延在した２層目の
配線７０３とＢＭ膜７０６とがコンタクトする。このようにすると、ＢＭ材料の成膜途中
、またはコモン電極の形成の前にＢＭ材料が特定の電位になってしまうことを抑制するこ
とができる。
【０１０２】
なお、７０２は２層目の配線が形成される基体となる絶縁膜である。
【０１０３】
【発明の効果】
本明細書で開示する発明を用いることで、ブラックマトリクスが帯電してしまう問題を解
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決することができる。即ち、ブラックマトリクスが帯電してしまうことによって生じる作
製工程における不良の発生を抑制することができる。また装置完成後における信頼性を向
上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　アクティブマトリクス型の液晶表示装置の概要を示す図。
【図２】　アクティブマトリクス型の液晶表示装置の作製工程を示す図。
【図３】　アクティブマトリクス型の液晶表示装置の作製工程を示す図。
【図４】　アクティブマトリクス型の液晶表示装置の作製工程を示す図。
【図５】　アクティブマトリクス型の液晶表示装置の作製工程を示す図。
【図６】　アクティブマトリクス型の液晶表示装置の作製工程を示す図。
【図７】　ＢＭ材料の成膜状態を示す図。
【符号の説明】
１０１　　　　　　　　　アクティブマトリクス領域
１０２　　　　　　　　　ＢＭ（ブラックマトリクス）に形成された開口部
１０３　　　　　　　　　周辺駆動回路
１０４　　　　　　　　　端子
１０５、１０６、１００　コモン電極
１０７　　　　　　　　　アクティブマトリクス回路の拡大図
１０８　　　　　　　　　ゲイト線
１０９　　　　　　　　　ソース線
１１０　　　　　　　　　薄膜トランジスタ
１１１　　　　　　　　　周辺駆動回路
２０１　　　　　　　　　ガラス基板
２０２、２０３、２０４　活性層
２０５　　　　　　　　　ゲイト絶縁膜
２０６、２０８、２１０　ゲイト電極
２０７、２０９、２１１　陽極酸化膜
２１、２６、２７　　　　ソース領域
２３、２４、２９　　　　ドレイン領域
２２、２５、２８　　　　チャネル形成領域
２１２　　　　　　　　　層間絶縁膜
３０～３５　　　　　　　コンタクト開口
２１８、２１９　　　　　端子電極
２１７　　　　　　　　　コモン電極
３６、２１４、２１５　　ソース電極
２１２、２１３、２１６　ドレイン電極
３０１　　　　　　　　　層間絶縁膜
３０２　　　　　　　　　ＢＭ（ブラックマトリクス）
３０３　　　　　　　　　コモン電極
２２１　　　　　　　　　層間絶縁膜
２２６　　　　　　　　　端子電極
２２７　　　　　　　　　コモン電極
２２８　　　　　　　　　画素電極
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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摘要(译)

要解决的问题：为了解决在有源矩阵型液晶显示装置中遮光膜不希望地
带电的问题。ŽSOLUTION：在基板上具有至少一个薄膜晶体管（TFT）
的有源矩阵型显示装置，具有在TFT上形成的第一绝缘膜，在第一绝缘
膜上形成的第二绝缘膜，遮光膜302形成在第二绝缘膜上，形成在膜302
上的第三绝缘膜，和形成在第三绝缘膜上的像素电极228，电连接到TFT
并由透明导电膜构成。膜302电连接到由透明导电膜和公共电极217组成
的电极227，公共电极217形成在第一和第二绝缘膜之间，并且由与源极
线相同的材料构成。Ž

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/027655743/publication/JP3807550B2?q=JP3807550B2

